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１．概要（Summary） 

次世代半導体として期待される二次元物質 MoS2によ

るデバイス応用として、強誘電体メモリ（不揮発メモリ）に着

目し、その研究開発を実施した。本研究において、NTPF
の技術支援として高精度マスクアライナを利用し、面内寸

法が 6~8 µm の MoS2に対して微細な電極構造を形成し

た。作製された 1Tr 型強誘電体メモリ構造は理想的な

FET 特性および不揮発メモリ動作を示す事が確認され

た。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

マスクアライナ装置 
【実験方法】 

Si 基板上に剥離転写したマイクロサイズの MoS2薄帯

に対し、高精度マスクアライナ装置を用いてチャネル幅 5 
µmのソース・ドレイン電極レジストパターンを形成した。同

レジストパターンを利用して Ni 電極を形成した後、ゲート

絶縁膜として強誘電体 VDF-TrFE を化学溶液堆積法で

MoS2チャネル上に直接堆積した。最後にゲート電極レジ

ストパターンをフォトリソ形成し、Pt ゲート電極をリフトオフ

法により作製した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製されたトップゲート型 FET 構造の Ids-Vds特性を

Fig. 1 に記す。作製された試料は典型的な n 型チャネル

の FET 特性を示し、Idsに対するゲート電圧印可による電

流 on/off 比は 106であった。Fig. 2 に試料の Ids-Vg特性

を記す。Idsは Vgに対して反時計回りのヒステリシスを描く

振る舞いを示した。これは VDF-TrFE ゲートの強誘電性

に基づくものであり、作製された試料が強誘電体ゲート

FETとして機能している事が実証された。また、Vg=0Vに

て、Idsが電流オフとオンの 2 状態を示している。Vg=0V
における Idsの電流 on/off 比は 105であり、デバイスが 2
値の不揮発メモリとして動作している事が分かる。 

 
Fig. 1, Ids-Vds property of prepared MoS2 FET 

 
Fig. 2, Ids-Vg property of prepared MoS2 FET 
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